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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
－保持面を有する支持体と、
－取付面を有するスパッタリングターゲットであって、前記保持面および前記取付面が、
互いに対して対向して面する関係で配置され、それにより、前記保持面と前記取付面との
間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと、
－前記取付面を前記保持面に結合する、前記中間空間に配置されたボンディング材と、
を具備し、
－前記取付面および前記保持面のうちの一方の別個の領域が、前記別個の領域における前
記ボンディング材のボンディング強度を向上させるように選択的に表面処理されている、
ターゲットアセンブリ。
【請求項２】
　前記ボンディング材が、前記中間空間に液体形態で導入される、請求項１に記載のター
ゲットアセンブリ。
【請求項３】
　前記別個の領域を処理することが、前記ボンディング材が付着するように前記別個の領
域の湿潤特性を向上させることを含む、請求項１に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項４】
　前記別個の領域を処理することが、前記ボンディング材が付着するように前記別個の領
域の表面エネルギーを変化させることを含む、請求項１に記載のターゲットアセンブリ。
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【請求項５】
　前記支持体および前記スパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、互いに対し
て同心状に配置されている、請求項１に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項６】
　前記支持体が外径Ｄ１を有し、前記スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それ
により前記中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、請求項５に記載のターゲット
アセンブリ。
【請求項７】
　前記ボンディング材が低融点はんだを含む、請求項１に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項８】
　前記低融点はんだがインジウムである、請求項７に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項９】
　前記別個の領域の処理が、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処理、研削、ブ
ラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストを含む、請求項１に
記載のターゲットアセンブリ。
【請求項１０】
　前記別個の領域の処理が、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング、または高エ
ネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含み、前記金属層が、前記低融点は
んだを含む、請求項７に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項１１】
　高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、請求項１０に記載のターゲッ
トアセンブリ。
【請求項１２】
　前記別個の領域が、前記取付面の全表面の３３％と９５％との間か、または前記保持面
の全表面の３３％と９５％との間を含む、請求項１に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項１３】
　前記支持体が、前記スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、請求
項１に記載のターゲットアセンブリ。
【請求項１４】
　ターゲットアセンブリにおけるボンディング材の剥離を制御する方法であって、前記タ
ーゲットアセンブリが、
－保持面を有する支持体と、
－取付面を有するスパッタリングターゲットであって、前記保持面および前記取付面が、
互いに対して対向して面する関係で配置され、それにより、前記保持面と前記取付面との
間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと、
を備え、
－前記取付面を前記保持面に結合する前記ボンディング材が、前記中間空間に配置され、
　前記取付面および前記保持面のうちの一方の別個の領域を選択的に表面処理して、前記
別個の領域における前記ボンディング材のボンディング強度を向上させ、それにより前記
ボンディング材の剥離を制御するステップを含む方法。
【請求項１５】
　前記ボンディング材が、前記中間空間に液体形態で導入される、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記別個の領域を処理するステップが、前記ボンディング材が強固に付着するように前
記別個の領域の湿潤特性を向上させることを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記支持体および前記スパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、互いに対し
て同心状に配置される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
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　前記支持体が外径Ｄ１を有し、前記スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それ
により前記中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ボンディング材が低融点はんだを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記低融点はんだがインジウムである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記別個の領域を処理するステップが、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処
理、研削、ブラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストを含む
、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記別個の領域を処理するステップが、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング
、または高エネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含み、前記金属層が、
前記低融点はんだを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記別個の領域が、前記取付面および前記保持面の一方の全表面の３３％と９５％との
間を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記支持体が、前記スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、請求
項１４に記載の方法。
【請求項２６】
　ターゲットアセンブリにおける熱応力を制御する方法であって、前記ターゲットアセン
ブリが、保持面を有する支持体と、取付面を有するスパッタリングターゲットであって、
前記保持面および前記取付面が、互いに対して対向して面する関係で配置され、それによ
り、前記保持面と前記取付面との間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと
を備え、前記取付面を前記保持面に結合するボンディング材が、前記中間空間に配置され
、前記取付面および前記保持面のうちの一方の別個の領域を選択的に表面処理して、前記
別個の領域における前記ボンディング材のボンディング強度を向上させ、それにより前記
スパッタリングターゲットと前記ボンディング材との間および前記支持体と前記ボンディ
ング材との間の接触面における熱応力を制御するステップを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜製品用のスパッタリングターゲットに関する。こうしたターゲットは、
平面状または円柱状とすることができ、セラミックまたは金属のターゲット材がボンディ
ングされる、板または管の形態のバッキング体、いわゆる支持体を有することができる。
【背景技術】
【０００２】
　スパッタリング中、ターゲットは、イオン衝撃に晒され、結果として高熱負荷に晒され
、したがって、バッキング体は水冷される。大型のスパッタリングターゲットは、一般に
、１つまたは複数のターゲットセグメントがボンディングされるバッキングチューブまた
はバッキングプレートからなり、すなわち、それらは、金属はんだとも呼ばれる溶融温度
の低い金属あるいは金属合金、または充填エラストマー等、他のあらゆる種類の導電性か
つ熱伝導性の接着剤であり得るボンディング材によって、バッキング体に取り付けられる
。
【０００３】
　支持体の機能は、電力伝達、機械的強度および冷却水への伝熱を提供することであり、
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支持体により、ターゲットをスパッタリング源に取り付けることができる。板または円柱
の形態のターゲットセグメントは、はんだ付けによって支持体にボンディングされること
が多いため、大部分の場合、ターゲット材と支持体材料との間に熱膨張係数の不一致があ
り、その結果、特にターゲットのボンディングまたははんだ付けの後の冷却中だけでなく
、スパッタリングプロセスにおけるターゲットの使用中にも、はんだ層に対し、かつター
ゲットセグメントとはんだとの間およびはんだとバッキング体との間の接触面に対し、熱
応力がもたらされる。さらに、固化する時のはんだの体積収縮がある可能性があり、それ
によってもまた、接触面の収縮応力がもたらされる。
【０００４】
　蓄積する熱応力および収縮応力により、バッキング体あるいはターゲットセグメント材
からまたは両方からはんだ層が激しくかつ制御されずに剥離することが多い。より広い表
面積にわたって剥離が発生する場合、ターゲットセグメントから支持体への放熱は最小で
あり、それにより局所的な過熱に至り、より不均一な熱応力、最終的にはスパッタリング
中のターゲットセグメントの亀裂が誘発される。
【０００５】
　上述した問題を克服するように試みて、米国特許出願公開第２００９／０１５２１０８
号明細書では、バッキング体へのターゲットの接着ボンディングの代りに、ターゲットと
バッキング材との間の変形を補償する塑性的に変形可能な補償手段が用いられている。一
実施形態では、補償手段は、ターゲットおよびキャリア部材を互いに部分的に接続する局
所的に制限されたはんだブリッジによって形成されている。キャリア部材では、切抜きが
螺旋状溝またはリング溝のように設けられており、そこでは、ボンディングが行われる前
にはんだが存在する。はんだを加熱し液化する際、ターゲットおよびキャリア部材が回転
し、それにより液体はんだが遠心力によって切抜きから出て、切抜きの高さではなく、タ
ーゲットとキャリア部材との間の間隙を充填し、はんだブリッジを形成する。本特許出願
における応力問題に与えられる問題は、さらに複雑である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した剥離問題を鑑みて、より単純かつ信頼性の高いボンディングシステムが必要と
されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１態様から見ると、本発明は、保持面を有するバッキング体または支持体と、裏面ま
たは取付面を有するスパッタリングターゲットとを備えるターゲットアセンブリであって
、前記保持面が前記裏面に面し、それにより、前記裏面を前記保持面に結合するボンディ
ング材を保持する中間空間を画定し、前記裏面および前記保持面の一方または両方の別個
の領域が、前記別個の領域における前記ボンディング材のボンディング強度を向上させる
ように選択的に表面処理されることを特徴とするターゲットアセンブリを提供することが
できる。
【０００８】
　本発明の別の態様では、ターゲットアセンブリは、保持面を有する支持体と、取付面を
有するスパッタリングターゲットであって、前記保持面および前記取付面が、互いに対し
て対向して面する関係で配置され、それにより、前記保持面と前記取付面との間に中間空
間を画定する、スパッタリングターゲットと、前記取付面を前記保持面に結合する、中間
空間に配置されたボンディング材とを備え、前記取付面および前記保持面の一方または両
方の別個の領域が、前記別個の領域における前記ボンディング材のボンディング強度を向
上させるように選択的に表面処理されている。
【０００９】
　この態様の実施形態では、前記ボンディング材は、前記中間空間に液体形態で導入され
る。別の実施形態では、別個の領域を処理することは、ボンディング材が強固に付着する
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ように前記別個の領域の湿潤特性を向上させることを含む。さらなる実施形態では、支持
体およびスパッタリングターゲットは、形状が円柱状であり、互いに対して同心状に配置
されている。
【００１０】
　さらなる実施形態では、支持体は外径Ｄ１を有し、スパッタリングターゲットは内径Ｄ
２を有し、それにより中間空間は厚さがＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２（明らかにＤ＞０）であ
る。ボンディング材は低融点はんだを含むことができる。低融点はんだはインジウムであ
り得る。
【００１１】
　さらなる実施形態では、別個の領域の処理は、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コ
ロナ処理、研削、ブラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラスト
を含む。別の実施形態では、別個の領域の処理は、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッ
タリング、または高エネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含む。特定の
実施形態では、前記金属層は、上述した前記低融点はんだを含む。高エネルギー利用はん
だ付けは超音波はんだ付けを含み得る。別の実施形態では、別個の領域の処理は、ブラッ
シングまたはラビング等の機械的摩擦を加えることを含む。
【００１２】
　さらなる実施形態では、別個の領域は、前記取付面および前記保持面の一方または両方
の全表面の３３％と９５％との間を含む。別の実施形態では、別個の領域は、前記取付面
および前記保持面の両方に存在している。この実施形態では、前記取付面上の前記別個の
領域の少なくとも一部と前記保持面上の前記別個の領域とが、互いに位置合せされていな
い。実施形態では、支持体は、前記スパッタリングターゲットより高い熱膨張係数（ＣＴ
Ｅ）を有することができる。
【００１３】
　本発明の別の態様では、ターゲットアセンブリにおけるボンディング材の剥離を制御す
る方法であって、ターゲットアセンブリが、保持面を有する支持体と、取付面を有するス
パッタリングターゲットであって、前記保持面および前記取付面が、互いに対して対向し
て面する関係で配置され、それにより、前記保持面と前記取付面との間に中間空間を画定
する、スパッタリングターゲットとを備え、前記取付面を前記保持面に結合する前記ボン
ディング材が、前記中間空間に配置される、方法であり、本方法は、前記取付面および前
記保持面の一方または両方の別個の領域を選択的に表面処理して、前記別個の領域におけ
るボンディング材のボンディング強度を向上させ、それにより、ボンディング材の固化中
および／またはターゲットのスパッタリング中のボンディング材の剥離を制御するステッ
プを含む。
【００１４】
　実施形態では、別個の領域を処理するステップは、ボンディング材が強固に付着するよ
うに前記別個の領域の湿潤特性を向上させることを含む。別の実施形態では、別個の領域
を処理するステップは、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処理、研削、ブラッ
シング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストを含む。さらなる実施形
態では、別個の領域を処理するステップは、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリン
グ、または高エネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含む。高エネルギー
利用はんだ付けは超音波はんだ付けを含むことができる。
【００１５】
　本発明の別の態様では、ターゲットアセンブリにおける熱応力を制御する方法であって
、ターゲットアセンブリが、保持面を有する支持体と、取付面を有するスパッタリングタ
ーゲットであって、前記保持面および前記取付面が、互いに対して対向して面する関係で
配置され、それにより、前記保持面と前記取付面との間に中間空間を画定する、スパッタ
リングターゲットとを備え、前記取付面を前記保持面に結合するボンディング材が、前記
中間空間に配置される方法であり、本方法は、前記取付面および前記保持面の一方または
両方の別個の領域を選択的に表面処理して、前記別個の領域におけるボンディング材のボ
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ンディング強度を向上させ、それによりスパッタリングターゲットとボンディング材との
間および支持体とボンディング材との間の接触面における熱応力を制御するステップを含
む。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
－保持面を有する支持体と、
－取付面を有するスパッタリングターゲットであって、上記保持面および上記取付面が、
互いに対して対向して面する関係で配置され、それにより、上記保持面と上記取付面との
間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと、
－上記取付面を上記保持面に結合する、上記中間空間に配置されたボンディング材と、
を具備し、
－上記取付面および上記保持面の一方または両方の別個の領域が、上記別個の領域におけ
る上記ボンディング材のボンディング強度を向上させるように選択的に表面処理されてい
る、ターゲットアセンブリ。
（項目２）
　上記ボンディング材が、上記中間空間に液体形態で導入される、項目１に記載のターゲ
ットアセンブリ。
（項目３）
　上記別個の領域を処理することが、上記ボンディング材が付着するように上記別個の領
域の湿潤特性を向上させることを含む、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目４）
　上記別個の領域を処理することが、上記ボンディング材が付着するように上記別個の領
域の表面エネルギーを変化させることを含む、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目５）
　上記支持体および上記スパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、互いに対し
て同心状に配置されている、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目６）
　上記支持体が外径Ｄ１を有し、上記スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それ
により上記中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、項目５に記載のターゲットア
センブリ。
（項目７）
　上記ボンディング材が低融点はんだを含む、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目８）
　上記低融点はんだがインジウムである、項目７に記載のターゲットアセンブリ。
（項目９）
　上記別個の領域の処理が、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処理、研削、ブ
ラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストを含む、項目１に記
載のターゲットアセンブリ。
（項目１０）
　上記別個の領域の処理が、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング、または高エ
ネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含み、上記金属層が、好ましくは上
記低融点はんだを含む、項目７に記載のターゲットアセンブリ。
（項目１１）
　高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、項目１０に記載のターゲット
アセンブリ。
（項目１２）
　上記別個の領域が、上記取付面の全表面の３３％と９５％との間か、または上記保持面
の全表面の３３％と９５％との間を含む、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目１３）
　上記別個の領域が、上記取付面および上記保持面の両方に存在し、上記別個の領域が、
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上記取付面の全表面の３３％と９５％との間と、上記保持面の全表面の３３％と９５％と
の間とを含む、項目１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目１４）
　上記取付面上の上記別個の領域の少なくとも一部と上記保持面上の上記別個の領域とが
、互いに位置合せされていない、項目１３に記載のターゲットアセンブリ。
（項目１５）
　上記支持体が、上記スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、項目
１に記載のターゲットアセンブリ。
（項目１６）
　ターゲットアセンブリにおけるボンディング材の剥離を制御する方法であって、上記タ
ーゲットアセンブリが、
－保持面を有する支持体と、
－取付面を有するスパッタリングターゲットであって、上記保持面および上記取付面が、
互いに対して対向して面する関係で配置され、それにより、上記保持面と上記取付面との
間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと、
を備え、
－上記取付面を上記保持面に結合する上記ボンディング材が、上記中間空間に配置され、
　上記取付面および上記保持面の一方または両方の別個の領域を選択的に表面処理して、
上記別個の領域における上記ボンディング材のボンディング強度を向上させ、それにより
上記ボンディング材の剥離を制御するステップを含む方法。
（項目１７）
　上記ボンディング材が、上記中間空間に液体形態で導入される、項目１６に記載の方法
。
（項目１８）
　上記別個の領域を処理するステップが、上記ボンディング材が付着するように上記別個
の領域の湿潤特性を向上させることを含む、項目１６に記載の方法。
（項目１９）
　上記支持体および上記スパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、互いに対し
て同心状に配置される、項目１６に記載の方法。
（項目２０）
　上記支持体が外径Ｄ１を有し、上記スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それ
により上記中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　上記ボンディング材が低融点はんだを含む、項目１６に記載の方法。
（項目２２）
　上記低融点はんだがインジウムである、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　上記別個の領域を処理するステップが、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処
理、研削、ブラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストを含む
、項目１６に記載の方法。
（項目２４）
　上記別個の領域を処理するステップが、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング
、または高エネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含み、上記金属層が、
好ましくは上記低融点はんだを含む、項目２１に記載の方法。
（項目２５）
　上記高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、項目２４に記載の方法。
（項目２６）
　上記別個の領域が、上記取付面および上記保持面の一方または両方の全表面の３３％と
９５％との間を含む、項目１６に記載の方法。
（項目２７）
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　上記別個の領域が、上記取付面および上記保持面の両方に存在する、項目１６に記載の
方法。
（項目２８）
　上記取付面上の上記別個の領域の少なくとも一部と上記保持面上の上記別個の領域とが
互いに位置合せされない、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　上記支持体が、上記スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、項目
１６に記載の方法。
（項目３０）
　ターゲットアセンブリにおける熱応力を制御する方法であって、上記ターゲットアセン
ブリが、保持面を有する支持体と、取付面を有するスパッタリングターゲットであって、
上記保持面および上記取付面が、互いに対して対向して面する関係で配置され、それによ
り、上記保持面と上記取付面との間に中間空間を画定する、スパッタリングターゲットと
を備え、上記取付面を上記保持面に結合する上記ボンディング材が、上記中間空間に配置
され、上記取付面および上記保持面の一方または両方の別個の領域を選択的に表面処理し
て、上記別個の領域における上記ボンディング材のボンディング強度を向上させ、それに
より上記スパッタリングターゲットと上記ボンディング材との間および上記支持体と上記
ボンディング材との間の接触面における熱応力を制御するステップを含む方法。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１ａ】円柱のボンディングの原理を示す概略図（正面図）である。
【図１ｂ】円柱のボンディングの原理を示す概略図（上面図）である。
【図２】従来技術による剥離方式を示す従来技術によるターゲットアセンブリの概略上面
図である。
【図３ａ】スパッタリング中に使用される例示的なターゲットアセンブリを示す概略図で
ある。
【図３ｂ】スパッタリング中に使用される例示的なターゲットアセンブリを示す概略図で
ある。
【図３ｃ】スパッタリング中に使用される例示的なターゲットアセンブリを示す概略図で
ある。
【図４】湿潤層パターンでのバッキングチューブの例示的な構成を示す概略正面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　ターゲットアセンブリは、上述した応力を制御することによって、かつ最終冷却および
ターゲット／ボンディング層／バッキング体アセンブリの結果としてのボンディング中に
、支持体の保持面および／またはターゲット（セグメント）の裏面材料のいずれかの選択
的処理を用いて、ボンディング層に適切に選択された空隙を組み込むことによって、広い
面積にわたるボンディング材の剥離を防止する。選択的処理は、はんだ材料またはボンデ
ィング材を、それらの材料の一方または両方の表面エネルギーを変化させることによって
支持体材料および／またはターゲット材に付着させるために用いられる、湿潤プロセスま
たは通電プロセスを含む。当業者は、表面材料の表面エネルギーを変化させるいくつかの
方法があることを理解するであろう。例としては、限定されないが、大気圧または低圧真
空プラズマ処理（不活性ガスまたは反応ガスを用いる）、コロナ処理、研削、ブラッシン
グ、ラビング、サンドブラスト、ＣＯ２アイスブラストによる表面の機械的前処理、金属
薄層の電気化学堆積、プラズマ溶射による金属薄層の堆積、マスクを用いるスパッタリン
グ、または高エネルギー利用はんだ付け技法、たとえば超音波はんだ付けが挙げられる。
湿潤プロセスを選択的に制御することにより、良好な（強固な）はんだ付着の別個の領域
を画定することができ、したがって、不良の（脆弱な）はんだ付着の領域も画定すること
ができる。別個の領域は、裏面および保持面の一方または両方の全表面の３３％と９５％
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との間を含むことができる。
【００１８】
　実施形態例では、ターゲットアセンブリは、保持面を有する支持体と、取付面を有する
スパッタリングターゲットとを備えている。保持面および取付面は、互いに対向して面す
る関係で配置され、それにより、２つの面の間に中間空間が画定される。ボンディング材
またははんだ材料は、取付面を保持面に結合するために、中間空間に導入される。しかし
ながらこの前に、取付面および保持面の一方または両方の別個の領域が、選択的に表面処
理され、それによりそれらの別個の領域におけるボンディング材のボンディング強度が向
上する。ボンディング材の湿潤特性は、それらの別個の領域で向上すると考えられる。実
施形態では、取付面の別個の領域は、保持面の別個の領域に面していないかまたは位置合
せされていない可能性がある（すなわち、保持面の別個の領域からずれている可能性があ
る）。別個の領域が、取付面および保持面の一方にのみ提供される場合、他方の面を、そ
の完全な面（非選択的）にわたって同様に処理することができ、それにより、その面に全
面的な（連続的な）湿潤層およびボンディング材の全体的に良好な湿潤がもたらされる。
【００１９】
　ボンディング材を、液体形態で中間空間に導入することができる。ボンディング材は、
低融点はんだ、たとえばインジウムであり得る。
【００２０】
　バッキング体または支持体は、外径Ｄ１を有する円柱であってもよく、外部スパッタリ
ングターゲットもまた、内径Ｄ２を有する円柱であってもよい。バッキングチューブおよ
びターゲットを、同心状に配置することができ、それにより厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／（
Ｄは明らかに＞０である）を有するものとして中間空間が画定される。
【００２１】
　はんだ材料またはボンディング材のボンディング強度は、湿潤されるかまたは通電され
る領域において向上する。選択的湿潤プロセスにより、ボンディング中に非湿潤面からボ
ンディング材が制御されて剥離し、それにより、ボンディングプロセス中に発生する熱応
力が制御された方法で低減し場合によっては軽減される。ボンディング中の制御された剥
離により、後の制御されない剥離が低減され、場合によっては回避される。剥離を制御す
ることにより、ボンディング層に空隙が意図的に選択的に生成される。したがって、良好
な付着および不良の付着の交互の領域が形成され、その結果、熱伝導性はんだまたは他の
ボンディング材によってターゲットセグメントの全領域にわたり伝熱の均一な分布がもた
らされる。したがって、スパッタリングプロセス中に過度に高い応力および最終的にスパ
ッタターゲットの亀裂をもたらす可能性がある好ましくない局所的なホットスポットが回
避される。制御された湿潤または剥離方法を用いることにより、最小の内部応力でターゲ
ットセグメント材料および支持体材料を接合することができ、それにより、剥離したゾー
ンが不均一かつ制御されずに分布しているスパッタリングターゲットに比較して、より高
い熱負荷に耐えることができる、接合されたスパッタリングターゲットがもたらされる。
【００２２】
　上述したターゲットアセンブリは、たとえば、バッキングチューブおよび１つまたは複
数の円柱状ターゲットセグメントからなる回転ターゲットで、たとえば、バッキングチュ
ーブがターゲットセグメントより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い状況に対して有用である。
バッキングチューブとターゲットセグメントとの間のこうしたＣＴＥの差（すなわちデル
タＣＴＥ）により、ボンディングが行われる温度から冷却される際に、ボンディングシス
テムのあらゆる接触面における制御されていない剥離が発生する可能性がある十分な熱応
力が、システムにもたらされる可能性がある。ターゲット／バッキングチューブアセンブ
リの例は、ステンレス鋼の上のＡｌ：ＺｎＯ（アルミニウムドープ酸化亜鉛）、ステンレ
ス鋼の上のシリコン、ステンレス鋼の上のＳｉ：ＳｉＯ２、ステンレス鋼の上のＩＴＯ（
インジウム錫酸化物）、アルミニウムの上のＡＺＯである。
【００２３】
　デルタＣＴＥを低減する他の方法がある。例として、たとえばＴｉおよびＭｏ等の金属
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からなる、ＣＴＥがより低いバッキングチューブが入手可能である。ＣＴＥがより低いチ
ューブは、通常のバッキングチューブ材料（たとえばステンレス鋼ＡＩＳＩ３４０、ステ
ンレス鋼ＡＩＳＩ３１６（Ｌ）、Ａｌ６０６０、Ｃｕ）よりはるかに高価である。はるか
に高価な材料から製造されるバッキングチューブを選択することにより、製品に対して競
争的な不都合がもたらされる。
【００２４】
　提案される方法のさらなる効果は、ターゲットごとに必要なはんだ合金の体積を低減す
ることができるということである。ボンディング金属（合金）が高価な材料であるため、
ターゲットごとの体積の低減は有利である。提案される方法により、コスト優位性を有す
るスパッタリングターゲットがもたらされる。
【００２５】
　回転ターゲットの場合、非連続湿潤ゾーンの領域の外観は、ドット、長いかまたは短い
ストリップ、あらゆる方向水平または垂直または直交）の螺旋（等のさまざまなパターン
を有することができる。
【００２６】
　非湿潤ゾーンの湿潤ゾーンに対する表面積の比は、ターゲットおよび支持材料の熱膨張
係数ならびにはんだのタイプによって決まるとともに、はんだ材料が導入されかつ冷却を
開始する、ターゲットセグメントおよび支持材料の温度によって決まる。両部品、すなわ
ちターゲットセグメントおよび支持材料の温度は、選択される加熱技法および／または冷
却技法によって異なり得る。
【００２７】
　上述したように、構造化され制御された湿潤または金属化により、制御された局所ボン
ディングエラーまたは空隙（たとえば、バッキングチューブまたはターゲットセグメント
からのはんだのわずかな剥離）がもたらされる。各局所空隙は、スパッタリング中の十分
な放熱が可能であるように、欠陥のない湿潤したまたは別個の領域の等価な領域に比較し
て相対的に面積が小さくなる。実際には、これは、欠陥のない空隙／湿潤領域の１／２０
と２／１との間を意味するか、または、ｍｍで表現して空隙長または未処理領域長：処理
済みまたは湿潤領域長が１ｍｍ：２０ｍｍと１０ｍｍ：５ｍｍとの間であり得ることを意
味する。実施形態では、空隙は、適切にボンディングされた空隙のない領域が交互になっ
ており、１つの局所空隙から隣の局所空隙まで一定距離がある、幾分か規則的なパターン
で現れ得る。空隙は、はんだの粘着ならびに接触面における接着力およびせん断力により
、ボンディング後の冷却プロセス（はんだの融点未満）中、自動的に発生する。
【００２８】
　ボンディングの後のアセンブリの冷却を、能動的にまたは自然に行うことができ（自然
な冷却および制御された冷却をともに施すことができる）、能動的な場合は、内側からあ
るいは外側からまたは両側から行うことができる。
【００２９】
　ターゲットアセンブリについて、提供する図面を参照して説明する。図面は、単に例示
的なものであり、本発明の範囲を決して限定するものではないことが理解されるべきであ
る。
【００３０】
　図１ａおよび図１ｂは、回転ターゲットをボンディングする既知の原理を示す。ターゲ
ットセグメント（ＴＳ）がバッキングチューブ（ＢＴ）の上にはめ込まれ、その後、はん
だ材料またはボンディング材（ＢＭ）（溶融インジウムまたは別の低溶融温度合金）が、
ボンディング材の融点まで（場合によってはそれを超えて）加熱される両チューブの間の
中間空間に流し込まれる。その後、ターゲットアセンブリは室温まで冷却される。
【００３１】
　図２は、従来技術におけるはんだの剥離の原理を示す。従来技術による例では、保持面
を有する支持チューブの熱膨張係数（ＣＴＥ）は、裏面を有するターゲットセグメントの
熱膨張係数より大きい。スパッタリングされる例としてのターゲット材料は、幾分かの組
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成の変動も含むＡｌドープまたはＡｌ２Ｏ３ドープＺｎＯ（ＡＺＯ）である。ターゲット
セグメントは、外径が１６３ｍｍであり内径が１３５ｍｍである。ターゲット外面は、こ
れらの寸法まで機械的に研削される。内径を、機械的研削によりまたは化学エッチング等
の他のあらゆる好適な方法で達成することができる。例としてのＡｌ：ＺｎＯ（ＡＺＯ）
ターゲット材は、２０℃から２００℃の温度範囲でＣＴＥが約５．５×１０－６／Ｋであ
る。保持面を有する例としてのバッキングチューブは、ステンレス鋼から作製される。バ
ッキングチューブは、外径が１３３ｍｍであり内径が１２５ｍｍである。外面を、機械的
に旋盤で加工するかまたは研削することができる。例としてのバッキングチューブ（たと
えばステンレス鋼ＡＩＳＩ３０４）は、２０℃から２００℃の温度範囲でＣＴＥが約１５
×１０－６／Ｋである。回転Ａｌ：ＺｎＯ（ＡＺＯ）ターゲットが製造される場合、ター
ゲット／バッキングチューブの組合せはおよそ１８０℃まで加熱され（はんだ材料がイン
ジウムである場合）、はんだ材料またはボンディング材は、ターゲットとステンレス鋼バ
ッキングチューブ（ＳＳＴ）との間の環状中間空間またはボンディング間隙に流し込まれ
る。環状空間は厚さが０．３ｍｍ～１．５ｍｍ（たとえば０．７ｍｍ）である（左下を参
照）。しかしながら、室温（ＲＴ）まで冷却されている間、環状空間または間隙は、ＣＴ
Ｅの差のために１ｍｍまで広がる。この広がりを上部に示す。結果を右下に示す。冷却中
、ボンド間隙の体積の拡大と組み合わされた、はんだの体積収縮により、より強固なボン
ディング領域を優先して最も脆弱な連結部（酸化物または空隙等）が破断する。
【００３２】
　例としてのターゲットアセンブリでは、従来技術とは対照的に、保持面とはんだ材料と
の間とともに裏面とはんだ材料との間の保証されたボンディング強度を得るために、図２
の例の両面を、事前に好適な通電技法により処理することができる。
【００３３】
　この例では、ＡＺＯターゲットセグメントの内壁、言い換えれば裏面には、金属薄層が
設けられ、それはその後、結合材のＡＺＯセラミック面への良好な湿潤を可能にする。一
実施形態では、「湿潤材料」とさらに呼ぶ金属薄層は、はんだ材料と同じ材料である。
【００３４】
　湿潤材料を、ＩｎまたはＩｎ合金、ＳｎまたはＳｎ合金、ＡｇまたはＡｇ合金等、はん
だ材料に対して良好な湿潤特性を有する他のあらゆる金属合金とすることも可能である。
こうした合金は、湿潤特性およびボンディング強度を向上させるように、または融点を低
下させるように、または汚染物質として、所定量の他の金属要素を含む場合がある。Ｔｉ
、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｇａ、Ｃｅ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ｓｉがこうした要素であり得る。湿潤層
を、いかなる中間層もなしにＡＺＯ裏面に直接施すことができ、または湿潤層のＡＺＯ裏
面へのより強力な付着を可能にする１つまたは複数の中間層を用いることにより、湿潤層
を間接的に施すことができる。中間層を、ＩｎまたはＩｎ合金、ＳｎまたはＳｎ合金、Ａ
ｇまたはＡｇ合金、ＡｕまたはＡｕ合金等のはんだ材料に対して良好な湿潤特性を有する
他のあらゆる金属合金とすることができる。こうした合金は、湿潤特性およびボンディン
グ強度を向上させるように、または融点を低下させるように、または汚染物質として、所
定量の他の金属要素を含む場合がある。Ｔｉ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｇａ、Ｃｅ、Ｂｉ、Ｓ
ｂ、Ｓｉがこうした要素であり得る。
【００３５】
　ターゲットセグメントの裏面の中間層および／または湿潤層を、キャビテーション原理
またはスパッタコーティング技法または機械的ブラッシングまたは熱処理に基づく電気化
学堆積または超音波処理によって施すことができる。超音波キャビテーション現象を用い
て、ブラッシング効果をもたらす強力な超音波源が発生する微振動の衝撃によって、湿潤
される面の上の酸化層が除去される。裏面を、その全面的な表面にわたってまたは単に部
分的に湿潤することができる。
【００３６】
　裏面の湿潤層の直接パターニングを、電気化学堆積、熱処理、スパッタコーティングま
たは機械的ブラッシングまたは超音波処理用のマスクを用いることにより、選択的湿潤を
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介して達成することができる。
【００３７】
　選択的超音波湿潤の場合、スイッチオン・オフの繰返し、または超音波発振器の可変供
給速度での異なる移動等、超音波機器の不連続処理によって、パターニングを達成するこ
とができる。これを達成するために、十分に洗浄されたターゲットセグメントが水平位置
に固定され、その軸に沿って加熱炉内で回転する。炉温度は、湿潤材料の溶融温度を超え
る温度に設定される。表面温度が、液体材料を扱うのに十分に高い場合、湿潤材料は、回
転する裏面に施される。液体材料は、ブラッシング等の機械的手段を使用することによっ
て広げられる。材料は液体のまま維持され、超音波発振器は、円柱状ターゲットセグメン
トの内部空間内に導入される。炉内のターゲットセグメントの回転中、超音波発振器は、
前記裏面と超音波発振器の先端との間にわずかに接触があるように、ターゲット裏面に配
置される。これにより、超音波発振器先端の少なくとも数ｍｍが、液体湿潤材料に浸漬さ
れる。超音波発振器先端は、正面（ターゲットセグメントの頂部または底部）からターゲ
ットセグメントの他端に向かって前方に、または裏側から正面に後方に、進んでは停止す
る（ｓｔｏｐ　ａｎｄ　ｇｏ）移動の繰返しによる等、一定の進行速度で移動し、それに
より、リング型の湿潤層が、超音波はんだ付けによって形成される。いくつかの選択され
た位置において、超音波発振器は、前方または後方に移動することなく裏面を処理し、そ
れにより、少なくとも１つの円周リング状ターゲット表面領域が、湿潤材料によって湿潤
される。そして、超音波発振器は、一定距離にわたってさらに移動し、上述した処理が繰
り返される。超音波発振器はまた、リング状パターンの代りに螺旋型のパターンを得るよ
うに、規定された進行速度で連続的に移動することも可能である。
【００３８】
　ターゲットセグメントの裏面に非連続湿潤層を作製する別の方法は、事前にパターニン
グされた中間層を施すことであり、それにより、湿潤層の十分な付着が、事前にパターニ
ングされた領域に対してのみ保証される。中間層のパターニングを、電気化学堆積または
熱処理またはスパッタコーティング用のマスクを用いることによって具現化することがで
きる。中間層の事前パターニングの後、ターゲットセグメントは加熱炉内で回転する。炉
温度は、湿潤材料の溶融温度を超える温度に設定される。表面温度が、湿潤材料を処理す
るのに十分高い場合、湿潤材料は、回転する裏面に置かれる。湿潤材料は、ブラッシング
等の機械的器具によって広げられる。中間層を含む湿潤層は、通常、厚さが０．１ｍｍ未
満である。
【００３９】
　別の例では、バッキングチューブの外面である保持面に湿潤層のリング型または螺旋型
のパターンを作製するために、最終的な寸法に機械加工される十分に洗浄されたバッキン
グチューブが、湿潤材料が溶融する温度まで加熱され、温度は、表面処理中、湿潤材料を
液体状態に維持するように十分高くなければならない。上述した温度に達すると、バッキ
ングチューブは回転を開始し、湿潤材料の超音波発振器が適用される。超音波湿潤は、回
転するバッキングチューブの保持面上に少なくとも１つの（円周方向の）リング状付着層
を形成するように、１つの位置に集中する。１つのリング状湿潤層の処理の後、超音波発
振器の先端は次の位置まで移動し、それにより、２つのリング状湿潤層の間の一定の距離
が、ボンディング領域の全長にわたって維持される。これにより、非連続湿潤層、言い換
えれば選択的湿潤層が、図４に示すようにボンド領域の長さにわたる保持面の交互の処理
および未処理によって得られる。
【００４０】
　図４は、保持面を有するバッキングチューブの一部の正面図を示し、そこでは、表面の
交互の超音波処理により、選択的湿潤層（明るい色）がバッキングチューブの外面におい
てリング状に得られることが明確に示されている。
【００４１】
　選択的湿潤を、螺旋状に施すことも可能である。その場合、超音波発振器は、回転する
バッキングチューブにわたって規定された進行速度で連続的に移動し、それにより完全に
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は湿潤されない保持面が得られる。選択的湿潤を、電気化学堆積またはスパッタコーティ
ングまたは熱溶射またはサンドブラストによって行うことも可能であり、それにより、湿
潤層の非連続パターンを形成するようにマスクが用いられる。
【００４２】
　選択的湿潤が終了した後、図１ａおよび図１ｂに示すように、全面的な（連続的な）湿
潤層または部分的な（非連続的な）湿潤層のいずれかがある裏面を有するターゲットセグ
メントが、全面的な（連続的な）湿潤層または部分的な（非連続的な）湿潤層のいずれか
がある保持面を有するバッキングチューブの面の外側に同心状に配置される。
【００４３】
　ボンディング間隙の底部は、高温封止材料によって封止される。両部品、すなわちター
ゲットセグメントおよびバッキングチューブは、ＩｎまたはＩｎ合金、ＳｎまたはＳｎ合
金、ＡｇまたはＡｇ合金等のはんだ材料の融点を超える温度に加熱される。こうした合金
は、湿潤特性およびボンディング強度を向上させるように、融点を低下させるように、ま
たは汚染物質として、所定量の他の金属要素を含む場合がある。Ｔｉ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｎｉ
、Ｇａ、Ｃｅ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ｓｉがこうした要素であり得る。
【００４４】
　ターゲットセグメントの表面温度が、十分に高い温度、通常ははんだ材料の溶融温度よ
り２０℃～３０℃高い温度に達すると、液体はんだはボンディング間隙内に導入される。
ボンディング間隙が溶融はんだによって完全に充填されると、加熱が終了し、ターゲット
セグメントおよびバッキングチューブならびにはんだは冷却を開始する。冷却中、はんだ
は、その溶融温度未満で固化し、ボンディング間隙は、上述したように増大する。固化し
たはんだ材料はボンディング間隙の増大を補償することができないため、接触面の最も脆
弱な連結部が破断する。裏面とはんだとの間および／または保持面とはんだとの間の接触
面におけるこの最も脆弱な結合スポットは、上述したように、選択的な非連続湿潤層がな
い場所に位置する。予測可能な剥離または空隙の形成を、この狭い範囲に位置付けること
ができ、それによりボンディングエラーのサイズが最小限になる。これにより、後続する
スパッタリングプロセス中の十分な放熱が可能になる。
【００４５】
　図３ａは、使用時の回転ターゲットアセンブリの構成例の一部の断面図を（正面図で）
示す。スパッタリング中、バッキングチューブの冷却は、そこを流れる水Ｗ（左矢印）に
よって行われ、一方でプラズマＰがターゲットを加熱する（右側）。小さい黒い矢印によ
って示す熱は、スパッタリング中に、ＡＺＯ層およびインジウムはんだボンディング層を
通ってバッキングチューブまで放散される。この例では、バッキングチューブ－はんだお
よびＡＺＯ－はんだの接触領域は、ずれているかまたは対応する高さに位置していない。
両接触領域における事前に定義された湿潤エラーによってもたらされる大きい剥離領域の
代りに細かく分散した小さい空隙が存在することにより、十分かつ制御された放熱が得ら
れる。
【００４６】
　図３ｂは、十分な接着により非不連続湿潤層（湿潤層のパターニング）を形成するよう
に、ターゲットセグメントの裏面のみが処理されている構成例を示す。図３ｃは、十分な
接着により非不連続湿潤層を形成するように、バッキングチューブの保持面のみが処理さ
れている構成例を示す。
【００４７】
　図３ａ～図３ｃにおけるターゲットセグメントの裏面とボンディング層との間、ボンデ
ィング層とバッキングチューブの保持面との間、またはそれらの両方の中間空間は、空隙
空間かあるいは部分的に剥離した空間、またははんだと裏面または保持面との間のより脆
弱な結合のいずれかを示す。
【００４８】
　上述したように処理されたＡＺＯターゲットアセンブリの使用の例を、以下に示す。こ
うしたターゲットを、薄膜太陽電池業界において、ＣＩＧＳまたは薄膜Ｓｉ太陽電池の場
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合にＡｌ：ＺｎＯ正面窓コンタクト層を堆積するために使用することができる。あらゆる
セラミックターゲット材に対して、市場は、製造コスト（すなわちコーティングコスト）
を低減し生産性を向上させるために、堆積速度を最大限にしたいと望む。これは、ターゲ
ットに対する高い電源負荷を使用することができる場合にのみ可能である。目下、ＡＺＯ
回転に対する許容可能な電源負荷は、ボンディング技術によって制限されている。
【００４９】
　標準ＡＺＯ回転寸法、すなわち内径が１２５ｍｍのステンレス鋼バッキングチューブと
直径が１３５ｍｍであり壁厚さが１４ｍｍ壁であるＡＺＯ回転円柱とからなるＡＺＯ回転
寸法に対して、１８ｋＷ／ｍ～２０ｋＷ／ｍの典型的なＤＣ電源負荷が得られる。電源負
荷を２５ｋＷ／ｍを超え、さらには最大３２ｋＷ／ｍで維持するように、一体型の溶射さ
れた回転ＡＺＯターゲットが報告されている。後者のターゲットは、Ａｌ：ＺｎＯ壁厚さ
が制限されており（通常はわずか９ｍｍ）、密度がわずかにおよそ９０％である。したが
って、それらには他の不都合がある。
【００５０】
　図３ｃの図に対応する一実施形態では、ＡＺＯターゲットの裏面は、上述したように超
音波処理を施すことによってインジウムによって完全に湿潤される。バッキングチューブ
の保持面は、図４に示すようなパターンを得るように部分的に湿潤され（リング状の選択
的湿潤層）、そこでは、保持面の６０％と８０％との間が、超音波発振器法を用いてイン
ジウム層によって選択的に湿潤される。各湿潤リングの幅は６ｍｍと２０ｍｍとの間であ
り、各未処理面リングの幅は２ｍｍと６ｍｍとの間である。この選択的な湿潤が施された
後、ＡＺＯターゲットにおいて、２７，２７ｋＷ／ｍのＤＣ電源負荷がうまく処理され、
それは、最先端技術によって製造されるボンディングされた回転ＡＺＯターゲットに対す
るＤＣ電源負荷よりはるかに高い。
【００５１】
　本発明を、以下の項目によって説明することも可能である。
【００５２】
１．保持面を有するバッキング体と裏面を有するスパッタリングターゲットとを備え、前
記保持面が前記裏面に面し、それにより前記裏面を前記保持面に結合するボンディング材
を保持する中間空間を画定する、ターゲットアセンブリであって、前記裏面および前記保
持面の一方または両方の別個の領域が、前記別個の領域における前記ボンディング材のボ
ンディング強度を向上させるように表面処理されることを特徴とするターゲットアセンブ
リ。
【００５３】
２．前記ボンディング材が前記中間空間に液体形態で導入され、前記表面処理された領域
において前記ボンディング材の湿潤特性が向上することを特徴とする、項目１のターゲッ
トアセンブリ。
【００５４】
３．外径Ｄ１を有する内部円柱状バッキング体と内径Ｄ２を有する外部スパッタリングタ
ーゲットとを備え、前記バッキングチューブおよび前記ターゲットが、同心状であり、か
つ厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２の前記中間空間を画定することを特徴とする、項目１また
は２に記載のターゲットアセンブリ。
【００５５】
４．前記ボンディング材が、インジウム等の低融点はんだであることを特徴とする、項目
１～３のいずれか一項に記載のターゲットアセンブリ。
【００５６】
５．前記表面処理された領域が、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処理、研削
、サンドブラストおよびＣＯ２アイスブラストのいずれか１つによって得られることを特
徴とする、項目１～４のいずれか一項に記載のターゲットアセンブリ。
【００５７】
６．前記表面処理された領域が、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング、または
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ブラッシングあるいはラビング等の機械的摩擦、または超音波はんだ付け等の高エネルギ
ー利用はんだ付けによって金属層を施すことによって得られることを特徴とする、項目１
～５のいずれか一項に記載のターゲットアセンブリ。
【００５８】
７．前記裏面および前記保持面の各々の前記別個の領域が、前記裏面および前記保持面の
一方または両方の全表面の３３％と９５％との間を含むことを特徴とする、項目１～６の
いずれか一項に記載のターゲットアセンブリ。
【００５９】
８．前記裏面が、超音波はんだ付けによって金属層を施すことによって表面処理され、そ
れにより、別個の領域が、前記裏面の全表面の９０％と１００％との間を含むことと、前
記保持面が、超音波スパッタリングによって金属層を施すことによって表面処理され、そ
れにより、別個の領域が前記保持面の全表面の６０％と８０％との間を含むこととを特徴
とする、項目６または７に記載のターゲットアセンブリ。
【００６０】
９．前記裏面および前記保持面の両方が表面処理され、前記裏面および前記保持面の両方
の処理された領域が互いに面していないことを特徴とする、項目１～７のいずれか一項に
記載のターゲットアセンブリ。
【００６１】
１０．前記バッキング体が、前記スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が
高いことを特徴とする、項目１～９のいずれか一項に記載のターゲットアセンブリ。
【００６２】
１１．保持面を備えた支持体と、
　取付面を備えたスパッタリングターゲットと、
　保持面と取付面との間の中間空間であって、ボンディング材を含む中間空間と、
　保持面および／または取付面の上のボンディング強度が向上した選択されかつ別個の領
域と、
を備えるターゲットアセンブリ。
【００６３】
１２．ボンディング材が、中間空間に液体形態で導入される、クレーム１１に記載のター
ゲットアセンブリ。
【００６４】
１３．選択されかつ別個の領域が、ボンディング材が選択されかつ別個の領域に付着する
ように湿潤特性を向上させている、クレーム１１または１２に記載のターゲットアセンブ
リ。
【００６５】
１４．選択されかつ別個の領域の表面エネルギーが、ボンディング材が選択されかつ別個
の領域に付着するように変更されている、クレーム１１に記載のターゲットアセンブリ。
【００６６】
１５．支持体およびスパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、かつ互いに対し
て同心状に配置されている、クレーム１１に記載のターゲットアセンブリ。
【００６７】
１６．支持体が外径Ｄ１を有し、スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それによ
り、中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、クレーム１５に記載のターゲットア
センブリ。
【００６８】
１７．ボンディング材が低融点はんだを含む、クレーム１１に記載のターゲットアセンブ
リ。
【００６９】
１８．低融点はんだがインジウムである、クレーム１７に記載のターゲットアセンブリ。
【００７０】
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１９．選択されかつ別個の領域が、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処理、研
削、ブラッシング、ラビング、サンドブラストおよびＣＯ２アイスブラストからなる群か
ら選択された方法によって処理されている、クレーム１１に記載のターゲットアセンブリ
。
【００７１】
２０．金属層が、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリングおよび高エネルギー利用
はんだ付けからなる群から選択された方法によって、選択されかつ別個の領域に施されて
おり、金属層が低融点はんだを含む、クレーム１７に記載のターゲットアセンブリ。
【００７２】
２１．高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、クレーム２０に記載のタ
ーゲットアセンブリ。
【００７３】
２２．選択されかつ別個の領域が、
取付面の全表面の約３３％と約９５％との間、または
保持面の全表面の約３３％と約９５％との間
のいずれかを含む、クレーム１１に記載のターゲットアセンブリ。
【００７４】
２３．選択されかつ別個の領域が、取付面および保持面の両方に存在し、別個の領域が、
取付面の全表面の約３３％と約９５％との間と、
保持面の全表面の約３３％と約９５％との間とを含む、クレーム１１に記載のターゲット
アセンブリ。
【００７５】
２４．取付面上の選択されかつ別個の領域の少なくとも一部と保持面上の選択されかつ別
個の領域とが、互いに位置合せされていない、クレーム２３に記載のターゲットアセンブ
リ。
【００７６】
２５．支持体が、スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、クレーム
１１に記載のターゲットアセンブリ。
【００７７】
２６．ターゲットアセンブリにおけるボンディング材の剥離を制御する方法であって、
　支持体の保持面とスパッタリングターゲットの取付面との間に中間空間を形成するステ
ップと、
　保持面、取付面および／または両方の上の別個の領域を選択的に処理するステップであ
って、選択的処理が別個の領域におけるボンディング材のボンディング強度を向上させる
、ステップと、
　ボンディング材を中間空間内に導入することにより、保持面および取付面を接合するス
テップであって、保持面および取付面上のボンディング材の剥離が、別個の領域の選択的
な処理によって制御される、ステップと、
を含む方法。
【００７８】
２７．ボンディング材が、中間空間に液体形態で導入される、クレーム２６に記載の方法
。
【００７９】
２８．別個の領域を処理するステップが、ボンディング材が別個の領域に強固に付着する
ように、別個の領域の湿潤特性を向上させることを含む、クレーム２６に記載の方法。
【００８０】
２９．支持体およびスパッタリングターゲットが、形状が円柱状であり、互いに対して同
心状に配置される、クレーム２６に記載の方法。
【００８１】
３０．支持体が外径Ｄ１を有し、スパッタリングターゲットが内径Ｄ２を有し、それによ
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り中間空間が厚さＤ＝（Ｄ２－Ｄ１）／２である、クレーム２９に記載の方法。
【００８２】
３１．ボンディング材が低融点はんだを含む、クレーム２６に記載の方法。
【００８３】
３２．低融点はんだがインジウムである、クレーム３１に記載の方法。
【００８４】
３３．別個の領域を処理するステップが、大気圧または低圧真空プラズマ処理、コロナ処
理、研削、ブラッシング、ラビング、サンドブラストまたはＣＯ２アイスブラストのよっ
て別個の領域を処理することを含む、クレーム２６に記載の方法。
【００８５】
３４．別個の領域を処理するステップが、プラズマ溶射、マスクを用いるスパッタリング
または高エネルギー利用はんだ付けによって金属層を施すことを含み、前記金属層が低融
点はんだを含む、クレーム３１に記載の方法。
【００８６】
３５．高エネルギー利用はんだ付けが超音波はんだ付けを含む、クレーム３４に記載の方
法。
【００８７】
３６．別個の領域が、取付面および保持面の一方または両方の全表面の約３３％と約９５
％との間を含む、クレーム２６に記載の方法。
【００８８】
３７．別個の領域が、取付面および保持面の両方に存在する、クレーム２６に記載の方法
。
【００８９】
３８．取付面上の前記別個の領域の少なくとも一部と保持面上の別個の領域とが互いに対
して位置合せされない、クレーム３７に記載の方法。
【００９０】
３９．支持体が、スパッタリングターゲットより熱膨張係数（ＣＴＥ）が高い、クレーム
２６に記載の方法。
【００９１】
４０．クレーム１に記載のターゲットアセンブリにおける熱応力を制御する方法であって
、
　取付面および保持面の一方または両方の別個の領域を選択的に表面処理することによっ
て、別個の領域におけるボンディング材のボンディング強度を向上させ、それにより、ス
パッタリングターゲットとボンディング材との間、および支持体とボンディング材との間
の接触面における熱応力を制御するステップ
を含む方法。
【００９２】
４１．保持面および取付面が互いに面している、クレーム１１に記載のターゲットアセン
ブリ。
【００９３】
４２．保持面および取付面が互いに面している、クレーム２６に記載のターゲットアセン
ブリ。
【００９４】
４３．クレーム２６に記載の方法によって製造されたターゲットであって、別個の領域に
のみ剥離の領域を含む、ターゲット。
【００９５】
４４．保持面を備えた支持体と、
　取付面を備えたスパッタリングターゲットと、
　保持面と取付面との間の中間空間であって、ボンディング材を含む中間空間と、
　保持面および／または取付面の別個の領域におけるボンディング強度を向上させる手段
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と、
を備えたターゲットアセンブリ。
【００９６】
　本発明の原理の適用を例示するように、本発明の所定の実施形態および／または詳細を
上に示し説明したが、この発明を、こうした原理から逸脱することなく、特許請求の範囲
により完全に説明されているように、または当業者が本来既知であるように（あらゆる均
等物を含む）具現化することができることが理解される。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図４】
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